Sayisal Devreler (Lojik Devreleri)

SAYISAL ELEMANLARIN I¢ YAPILARI

Sayisal tiimdevrelerin gergeklenmesinde gesitli tipte tranzistorlar kullanilir.
Tlk olarak bipolar tipteki tranzistorlar tanitilacaktir.

Bipolar Tranzistor:

Sayisal tiimdevrelerde tranzistorlar bir anahtar elemani olarak kullanilir. Bu
nedenle tranzistorlar ya iletimde (anahtar akim iletiyor) ya da kesimde
(anahtar akim iletmiyor). Bipolar tranzistorun iletimde oldugu duruma

tranzistor doymada denir.

Bipolar Tranzistor

Tranzistor kesimde

Tranzistor doymada
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Bir Timleme kapisinin tranzistor ve direngle gergeklenmesi
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TTL (Tranzistor- Tranzistor) Lojigi Ailesi

Bipolar tranzistorlar ve direngler kullanilir.
Ornek: Iki girigli TVE baglaci
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TTL Cikis Katinin Calismasi

Gikisin lojik O (LOW) olmasi igin Q, iletimde,
Q5 kesimde olur. Bu durumda baglacin gikisindan
igeriye dogru I, akimi akar.

VoL = Ve * lo* Ras
lon Gikisin lojik 1 (HIGH) olmas: igin Q; iletimde,
03 Q4 kesimde olur. Bu durumda baglacin gikisindan
disariya dogru I, akimi akar.

Vo Cikis Von = Vee = (Veea) * low™ (R*Rqg))

Vee=+5 V

. Hem Q3 hem de Q, kesimde olursa gikis yiiksek
empedans (Aigh Z) konumunda olur. Bu
durumda baglacin gikisindan akim akmaz ve
baglag baglandigi hattan yalitilmis olur.

IOL

A\

TTL elemanlar igin Vo gaxy = 04V Vo = 2.5V

TTL ailesinde degisik tipte elemanlar vardir (LS,ALS L, F gibi). Bunlarin
her biri igin akim degerleri farklidir. Bu degerler kataloglardan
ogrenilebilir.

)
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TTL Cikis Yelpazesi (Fan Ouf)
Bir lojik baglacin gikisi diger lojik baglaglarin girislerine baglanmaktadir.
Akim olaylarindan dolay: bir elemanin gikisina baglanabilecek eleman
sayisi sinirhdir,
TTL elemanlarin girigleri tranzistorlarin emetaorlerinden olusmaktadir.

Gikis LOW oldugunda:

Vee=45V Vee=t5V  Vec=+5V V=5V  Girisi LOW olan
elemanlarin
. L L L giriginden digariya
dogru Iy akimi akar.
| | | Bu akimlarin toplami
I L I diger elemanin gikisi
—1 Q3 7 tarafindan
Vo, / // // yutulmaktadir.
IOL < 2:llL
o4
loL akimi gok artarsa Vo, = Vg + lou* Ros

lov bagintisindan da anlasildigi gibi V,, de artar ve
lojik 'O’ olarak kabul edilen gerilim degeri asilir.

]
http://iwww.buzluca.info/sayisal ©2000-2006 Yrd.Dog.Dr. Feza BUZLUCA 8.5

Sayisal Devreler (Lojik Devreleri)

¢ikis HIGH oldugunda:

Girisi HIGH olan
Vec=t5V Voc=tSV - Vec=tb V. V=5V 3

elemanlarin
giriginden igeriye
R RL RL Rt dogru I, akimi akar.
Bu akimlarin toplami
lon " Iy Iy diger elemanin
03 ¢ikisindan
// // // gekilecektir.
lon < Zly
VOH
—J Q4 low akimi ok artarsa Vi, = Vee = (Vegs) + low® (R+Rg3))
bagintisindan da anlasildigi gibi Vo, azalir ve lojik ‘1" olarak
kabul edilen gerilim degerinin altina diiser.
Bir elemanin gikis yelpazesi, LOW ve HIGH konumlari igin

%
hesaplanan degerlerden kiigiik olana esittir.

TTL elemanlara ait Vo, Vo, Via, Ve lons low. . 1. gibi degerler bu
elemanlarin kataloglarinda yer almaktadir.

)
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CMOS (Complementary MOS) Lojigi Ailesi

MOS FET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Tranzistor)
kullanilir. Lojik baglaglarda kullanilan MOS tranzistorlar birer ayarh
direng gibi diigiiniilebilir.

Drain
Gate-Source (Vgg)arasina uygulanan gerilime gore
Drain Source (Rpg)arasindaki direng degisir.
Gate B Tranzistor tikamadayken Ryg> 1IMQ
Tranzistor iletimdeyken Ry < 100Q

Source
Iki tip MOS tranzistor vardir.
a) h kanalli MOS: NMOS. b) p kanalli MOs: PMOS.

drain + /@/‘ source
gate _l
+—1 gate drain

source

\Y
Vs arttikea Ry direnci azalir. Vs azaldikga Ry direnci azalir.
Normalde: V> 0V Normalde: Vg < OV
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CMOS Tiimleme Baglaci
Vbp =I+5.o v N Do ouT
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CMOS Tiimleme Baglacinin Anahtar Modeli
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CMOS TVE (NAND) Baglaci
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CMOS TVE (NAND) Baglact Anahtar Modeli

Vo

A=Hr
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CMOS TVEYA (NOR) Baglaci
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